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１．概要（Summary） 

半導体異種材料接合を用いることにより各種の高機能

デバイスが実現されている。我々は表面活性化接合

（SAB）法を用いて半導体層を常温で貼りあわせることに

より従来は実現困難であった異種材料接合を実現し、そ

のデバイス応用可能性を探索している。デバイス応用可

能性を検討するためには電流－電圧特性等の接合の電

気特性の調査が必要である。本研究では、サファイア基

板上にエピタキシャル成長された GaN エピ基板と GaAs

エピ基板の接合を作製し、電流－電圧特性を評価した。

p-GaAs層と n-GaN層からなる接合は pn特性に典型的

な特性を示した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシング装置 

【実験方法】 

サファイア(0001)基板上にn-GaN層（5E18 cm-3）をエ

ピタキシャル成長した GaN エピ基板を小片へとダイシン

グし、別途劈開した GaAs(100)エピ基板（p 型、1E17 

cm-3）の小片と SAB法によりGaN/GaAs接合を作製した。

接合形成後に GaNエピ層表面と GaAsエピ基板裏面に

オーミック電極を形成した。電流・電圧特性の温度依存性

を-122 ℃から 136 ℃の範囲で測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

n-GaN 層を接地して測定した電流－電圧特性を Fig. 

1 に示す。逆バイアスの電流が順バイアスの電流と比較し

て小さく、pn 接合に典型的な特性が得られた。環境温度

の上昇により順方向、逆方向とも電流が増加した。逆バイ

アス電圧-1 V における電流の温度依存性から逆方向電

流の活性化エネルギーは 0.043 eV と推定された。逆方

向電流は浅い trapを介しての trap assisted tunneling

によるものと考えられる。 

 

Fig. 1. Current-voltage characteristics 

of p-GaAs/n-Si junctions at different 

ambient temperatures. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本研究の一部は JST/CREST「太陽光を利用した独

創的クリーンエネルギーの創出」の委託により実施さ

れた。 
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